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i I N T R O D U A O : 10" —e— Grafeno/SIO,/Si

O grafeno é uma monocamada plana de carbono com ligacfes do tipo sp? e SiO/Si
e estrutura hexagonal [1] (Fig. 1). Essa configuracao permite gue ele seja
um Otimo condutor elétrico e térmico, extremamente resistente =
mecanicamente, flexivel e transparente a luz visivel [2]. E essas .
propriedades interessantes reunidas num unico material, tornou-o objeto &
de estudo de diversas pesquisas nos ultimos anos para posswelsl
aplicacdes praticas, como telas flexiveis, processadores mais velozes, =
telas LCDs, entre outras.
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Fig. 3 — Quantidade de D, incorporado em funcédo da temperatura para amostras de
Grafeno/SiO./Si (em azul) e amostras de SiO,/Si (em rosa).

Na Fig. 4 é apresentada a quantidade de D, presente nas amostras
. tratadas em D, e N, em funcdo do tempo de tratamento para as trés
- = temperaturas anallsadas onde também foi utilizada uma amostra sem

. tratamento em N, para servir de parametro inicial. Pode-se notar que para
'as amostras tratadas a 150°C, a quantidade de D, sofre um decréscimo

Fig. 1 — Estrutura hexagonal do grafeno, de onde podem ser derivados o (a) fulereno,

(b) nanotubo ou (c) grafite [1]. inicial (apds 15 min de tratamento) permanecendo constante para tempos

maiores. A 300°C, a quantidade de D, remanescente diminui quanto maior
o tempo de tratamento. A 600° C 0 decréscimo observado € mais

Além disso, alguns estudos mostram que camadas de grafeno podem acentuado.

permitir o armazenamento de hidrogénio para aplica(;éo em ceélulas a
combustivel, o que viabilizaria o0 uso de combustiveis ndo poluentes em =
veiculos [3,4]. Dada a importancia de compreender a interacao do.
hidrogénio com o grafeno, este trabalho tem por objetivo investigar a .

Incorporagao e dessorcao do hidrogénio em amostras de grafeno sobre =
oxido de silicio em funcao do tempo e da temperatura em atmosfera = -
estatica. — 6,0x104-

‘METODOLOGIA:

Para investigar a incorporacao de H, em grafeno, foram usadas amostras -
de grafeno depositado sobre Oxido de silicio de 285 nm e amostras com .
oxido de silicio de 285 nm crescido termicamente sobre silicio a fim de ;
comparacao. As amostras foram tratadas termicamente em atmosfera *
estatica de deutério (é utilizado o deutério, pois € um isétopo raro - = N —
abundancia natural de 0.15% - na natureza, o que permite diferencia-lo do . 10 20 30 40 50
hidrogénio presente na atmosfera) durante 60 min em temperaturas = Tempo de tratamento em N2z (min)
variando entre 100°C e 1000°C (Fig. 2(a)). Apos, para investigar a-
dessorcao de H, do grafeno, foram usadas amostras de grafeno sobre = :
oxido de silicio tratadas em atmosfera de D, durante 60 min a 650°C, e g
estas amostras foram entao tratadas termicamente em atmosfera de
nitrogénio em trés temperaturas (150 °C, 300°C e 600°C) e durante trés
tempos (15 min, 30 min e 60 min) (Fig. 2(b)).
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Fig. 4 — Quantidade de D, presente nas amostras em funcao do tempo de tratamento
para amostras de Grafeno/SiO,/Si tratadas em 150°C (quadrados pretos), 300°C
(circulos vermelhos) e 600°C (triangulos azuis).

« CONCLUSAO:

Com estes resultados, foi possivel concluir que a temperatura de

tratamento interfere na incorporagao do D,, onde amostras com grafeno

apresentam maior quantidade de deutério do que as amostras sem

= grafeno, o que indica que o D, esta se ligando com o grafeno. Também foi

possivel concluir que, a partlr de 300°C, ocorre a saturacido dessa

N N iIncorporacdo de D, no grafeno e em 1000°C, ocorre a remocao do

Si Si * grafeno da amostra, reduzindo a quantidade de D, incorporado. Por fim,

= foi possivel concluir que a temperatura e o tempo de tratamento

Total =9 amostras = interferem na dessorgao do D, sendo maior a dessorcao de deutério do

grafeno quando ambos parametros aumentam (de maneira individual ou
conjunta).
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Fig. 2 — Esquema da sequéncia de tratamentos térmicos realizados nas amostras
para investigar (a) a incorporacao de H, no grafeno e (b) a dessorcéao do H, do

grafeno.
‘RESULTADOS:

Neste trabalho, foi realizada a técnica de Analise por Reacao Nuclear, a
fim de determinar a quantidade de deutério presente nas amostras. Na
Fig. 3 é apresentada a quantidade de D, incorporado nas amostras em R
funcao da temperatura de tratamento para amostras com e sem grafeno.*e REFERENCIAS:
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